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Beschreibung 

Substrathalterung fur SiC-Epitaxie 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Haltern eines 
Substrats, die einen Suszeptor als Unterlage fur das zu 
beschichtende Substrat umfafit, sowie ein Verfahren zum 
Herstellen eines solchen Suszeptors. 

Das Aufwachsen von einer einkristallinen Schicht erfolgt be 
Siliciumcarbid bei sehr viel hoheren Temperaturen als bei 
anderen Halbleitern wie Silicium oder Galliumarsenid . Daher 
besteht ein Hauptproblem bei der Siliciumcarbid-Epitaxie in 
der Wahl eines geeigneten Materials als Unterlage und Be- 
festigung des SiC-Wafers. Grund hierfur ist zum einen die 
hohe ProzeStemperatur zwischen 1300 °C und 2000 °C und zum 
anderen die Notwendigkeit , einen Wasserstof f partialdruck in 
der ProzeSkammer von etwa 10 kPa (0,1 atm) aufrecht zu 
erhalten, um ein einkristallines Wachstum mit akzeptablen 
Wachstumsraten (> 1 ///h) zu ermoglichen. AuSerdem muS eine 
Reaktion des Materials, das in direkten Kontakt zum SiC- 
Substrat steht, mit diesem Substrat verhindert werden. 

Aufgrund dieser Anf orderungen werden beim Stand der Technik 
als Materialien beschichteter und unbeschichteter Graphit 
sowie Werkstoffe aus Ubergangsmetallen verwendet . 

Unbeschichteter Graphit ist formstabil und chemisch vollig 
inert gegenuber SiC. Selbst bei sehr hohen Temperaturgra- 
dienten kommt es zu keiner RiSbildung durch thermische 
Spannungen . 

Bei der genannten hohen ProzeEtemperatur von 1300 bis 1600° 
und einem Wasserstof f partialdruck von etwa 10 kPa kommt es 
jedoch zu einer Reaktion mit dem Wasserstof f unter Bildung 
von Kohlenwasserstof f en. Auch wenn die Abtragsraten in der 
Grofienordnung von 1 ^tm/h sind, verschieben diese Kohlen- 
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wasserstoffe das durch die verwendeten ProzeBgase wie z.B. 
Silan, Propan vorgegebene Verhaltnis von Kohlenstoff zu 
Silicium im Bereich der Substratoberf lache bin zu UberschuS 
an Kohlenstoff. Dieser Effekt ist ortsabhangig und erzeugt 
5 Inhomogenitaten im Substrat. Weiterhin werden itn Graphit 
enthaltene Verunreinigungen f reigesetzt (Al, Ti, B) und in 
die Epitaxieschicht eingebaut. Eine Verschlechterung der 
Eigenschaf ten dieser Schicht sind die Folge . 

10 Urn hier Abhilfe zu schaffen, vmrden in den letzten Jahren 
verstarkt Graphitteile fur die Halterung des Wafers ver- 
'^j^ wendet, die mit Siliciumcarbid (SiC) beschichtet sind. Eine 
Reaktion des Wasserstoffs mit dem Graphit kann dadurch ver- 
hindert werden, daS diese Beschichtung gasdicht gemacht wird. 

15 

Andererseits fiihrt die Beschichtung zu einer deutlichen 
Verschlechterung der mechanischen Eigenschaf ten der Teile. 
Temperaturgradienten in den mechanischen Teilen konnen zu 
Rissen in der Beschichtung und sogar zu einem Brechen des 
2 0 gesamten Teils f uhren . Auch nicht durchgangige Risse fiihren 

bei der iiblicherweise verwendeten induktiven Heizung zu einer 
unkontrollierbaren Beeinf lussung der Temperaturverteilung , 

Daruber hinaus besteht das Problem, daS es durch den Kontakt 
(1^^ des Wafers mit einer mit SiC beschichteten Oberf lache zu 

einem unerwiinschten Aufwachsen von SiC kommt . Dieses Problem 
wird durch die hohen ProzeStemperaturen verstarkt . Der 
Transportvorgang erfolgt insbesondere von der Unterlage zur 
Riickseite des Wafers . 

30 

Ebenso ist aus der Literatur die Verwendung von Ubergangs- 
metallen wie Mo und Ta als Suszeptor fiir die SiC-Epitaxie 
bekannt. Beide Ubergangsmetalle besitzen einen niedrigen 
Dampfdruck und werden vom Wasserstoff nicht angegriffen. Wie 
35 Graphit ertragen diese Metalle hohe thermische Spannungen. 
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Die Dif f usionskonstanten von Verunreinigungen in diesen 
Metallen sind jedoch hoch, so daS z.B. in den Ubergangs- 
metallen enthaltenes Al durch diesen Vorgang in die ProzeS- 
atmosphare gelangen und die Eigenschaf ten der Epitaxieschicht 
verschlechtern kann. Beide Metalle bilden auSerdem Silicide 
und Carbide, es kommt somit zu einer Reaktion mit der Wafer- 
riickseite bzw. mit den Spaltprodukten des Silan und Propan. 
Damit andern sich zeitabhangig die optische Eigenschaf ten der 
Materialoberf lache . Da der Warmetransport bei den hohen Pro- 
zeEtemperaturen zu einem wesentlichen Teil liber Strahlung 
erfolgt, ergeben sich daraus wiederum unerwunschte Riickwir- 
kungen auf die Temperaturverteilung der Waf erauf lage . Ta 
besitzt weiterhin die Neigung, bei hohen Temperaturen Wasser- 
stof f in seinem Kristallgitter einzulagern, was bei einem 
raschen AbkuhlprozeS zu einer Zerstorung des Werkstucks 
f lihrt . Ublicherweise muS daher der AbkuhlprozeS bei etwa 
1000° fur ca. 1 h angehalten werden und die H-Atmosphare z.B. 
durch Ar ausgetauscht werden. Dies fiihrt zu einer unerwunsch- 
ten Verlangerung des Gesamtprozesses und hoheren Kosten. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Substrat- 
halterung zu schaffen, die eine Kontaminierung des Substrats 
bei der Bearbeitung/ z.B. bei einer Erzeugung einer Epita- 
xieschicht auf dem Wafer, ausschliefit, sowie ein Herstel- 
lungsverf ahren dafiir anzugeben. 

Diese Aufgabe wird gelost durch eine Vorrichtung zum Haltern 
eines Substrats mit den Merkmalen nach Anspruch 1 und ein 
Verf ahren zum Herstellen eines Suszeptors nach Anspruch 11, 
Die Unteranspriiche beziehen sich auf bevorzugte Ausfuhrungs- 
formen der Erfindung. 

Die Erfindung beruht darauf , zumindest Telle der Hilfsmate- 
rialien, die sich beim SiC-EpitaxieprozeS im Bereich hoher 
Temperatur befinden, durch Metallcarbide zu ersetzen. Dazu 
wird vorgeschlagen, die Oberf lache der Telle, die mit dem 
Sic- Subs trat unter den genannten Umgebungsbedingungen in 
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Beriihrung kommen, zu versiegeln, d . h. gasdicht zu beschich- 
ten, so dafi von den Teilen kein kontaminierendes Material 
liber die Oberflache in das Substrat eingebaut werden (diffun- 
dieren) kann. Hierbei sind solche hochtemperaturstabilen 
5 Carbide zu wahlen, die sowohl gegenuber Wasserstoff inert 

sind als sich auch gegenuber SiC im chemischen Gleichgewicht 
befinden. Weiterhin darf der Carbid-Bildner keine elektrisch 
aktive Verunreinigung im SiC sein (Al- und Borcarbid scheiden 
daher aus) . Besonders geeignet sind: TaC, MoC, NbC, WC. 

10 

Die erf indungsgemaSe Vorrichtung zum Haltern eines Substrats, 
^ die einen Suszeptor als Unterlage fur das zu beschichtende 
Substrat umfaSt, ist dadurch gekennzeichnet , daS der Sus- 
zeptor einen Einsatz umfaSt., dessen Oberflache wenigstens 
15 teilweise mit einer Metallcarbid-Schicht vorgegebener Dicke 
bedeckt ist. 

Vorzugsweise ist der Einsatz so auf gebaut , daS er in seinem 
Querschnitt eine „ sandwich'' -Struktur aufweist, d.h. er 

2 0 besteht aus einem Kern, vorzugsweise aus Graphit oder einem 

Metall, der mit der Metallcarbid-Schicht bedeckt ist. 

Die Dicke der Metallcarbid-Schicht auf dem Einsatz kann mit 
dem Abstand vom Wafer sinken. Damit ist vor allem die Ober- 
|p5 flache in der direkten Umgebung des Wafers versiegelt, so 

daS es zu keiner Diffusion kontaminierenden Materials zu dem 
Wafer von Teilen kommt, die direkt mit diesem in Beriihrung 
kommen. Dadurch werden auch die Herstellungskosten der 
entsprechenden, mit dem Wafer in Beriihrung kommenden Teile 

3 0 gesenkt. 

Vorzugsweise besteht die Metallcarbid-Schicht aus TaC, MoC, 
NbC Oder WC. 

35 Der Einsatz kann mehrere Kacheln fur jeweils ein Substrat 
umfassen, wobei jede Kachel dariiber hinaus eine Vertiefung 
fur ein Substrat aufweisen kann. 
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Das erf indungsgemaSe Herstellungsverf ahren fur Einsatze mit 
einer Oberf lachenschicht aus Metallcarbiden beruht auf dem 
Tempern einer in SiC-Pulver eingebetteten Vorform zwischen 
IBOO^C und 2000*^0 und der anschlieSenden Hartbearbeitung zur 
endgiiltigen Formgebung. Mit diesem Prozefi wird ein Verbund- 
werkstoff erzeugt, der aus einer je nach Temperbedingungen 
mehr oder weniger dicken Carbid-Oberf lachenschicht und noch 
nicht carbidisiertem Metall im Inneren besteht . Die Korn- 
grenzen in diesem Metall sind dabei ebenfalls zumindest 
teilweise carbidisiert . 

Das erf indungsgemaSe Verfahren zum Herstellen eines Suszep- 
tors mit einer Oberf lachenschicht aus Metallcarbid umfaBt 
die Schritte Erzeugen einer metallischen Vorform, Einbetten 
der metallischen Vorform in ein kohlenstof f haltiges Pulver, 
Aufheizen der metallischen Vorform und des kohlenstoff- 
haltiges Pulvers auf eine erhohte Temperatur, Hartbearbeiten 
der getemperten Vorform und Anordnen der hartbearbeiteten 
Vorform an dem Suszeptor als Einsatz. 

Vorzugsweise liegt bei dem Verfahren die erhohte Temperatur 
zwischen 1500°C und 2000°C und erfolgt das Aufheizen unter 
erhohtem Druck. 

Das kohlenstof fhaltige Pulver umfaSt insbesondere Silicium- 
carbid-Pulver . 

Die Erfindung hat die folgenden Vorteile. Es kommt zu keiner 
Reaktion der Waf erumgebung mit dem SiC sowie mit dem ProzeS- 
gas der Epitaxie wie z.B. Propan, Silan und Wasserstoff . 
Damit wird die Reinheit der Epitaxieschicht verbessert und 
eine hohere Lebensdauer des Werkstiicks erreicht. Die mecha- 
nischen Eigenschaf ten der Substrathalterkomponenten sind 
gut, da Carbide an sich sprode sind, durch den duktilen 
metallischen Kern die Gesamtform jedoch stabilisiert wird 
und damit eine groSere Flexibilitat beim Design von Sus- 
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zeptor, Probenhalter usw. moglich ist . AuSerdem wird die 
Diffusion in den Carbiden gegenuber den Metallen stark 
reduziert. Als „Dif f usionsbremsen" wirken insbesondere die 
Korngrenzen im metallischen Gefxige. Damit wird eine ver- 
5 besserte Reinheit der Epitaxieschicht erreicht . Schliefilich 
wird die Einlagerung von Wasserstoff in das Kristallgitter 
unterbunden, wodurch eine rationelle ProzeSf uhrung ermog- 
licht wird. 



10 Die Erfindung wird im folgenden zum besseren Verstandnis 
anhand zeichnerisch dargestellter Ausf lihrungsbeispiele 
-^^j erlautert, wobei Bezug genommen wird auf die beigefiigten 
Zeichnungen. 

15 Figur 1 zeigt eine Ausf uhrungsf orm des erf indungsgemaSen 

Graphit-Suszeptors mit Carbid-Einsatz im Querschnitt . 
Figur 2 zeigt im Querschnitt das Gefiige eines mit dem 

erf indungsgemaSen Verfahren hergestellten Einsatzes 
fiir den Graphit-Suszeptor nach Figur 1. 

2 0 Figur 3 zeigt eine Ausf uhrungsf orm des erf indungsgemafien 

Einsatzes fiir eine Multiwaf er-Epitaxieanlage im 
Auf riS. 

-J Figur 1 stellt im Querschnitt eine bevorzugte Ausf uhrungsf orm 

jjp5 des erf indungsgemaSen Suszeptors 1 dar. Vorzugsweise wird der 
^ Suszeptor 1 aus Graphit hergestellt, damit er optimale Warme- 
leitf ahigkeit besitzt und fur eine Induktionsheizung (mit 
Wirbelstrom) die entsprechenden optimalen elektrischen Eigen- 
schaften auf weist . Die genaue Form des Suszeptors 1 kann ohne 

3 0 Einschrankung durch die Erfindung an den Of en angepaSt wer- 

den. So kann der Suszeptor 1 Verlangerungen 4 aufweisen, die 
als Gestell zur Befestigung in einem (nicht dargestellten) 
Of en dienen. Die Verlangerungen 4 an der Seite des Suszeptors 
1 in Figur 1 konnen aus demselben Material wie der Suszeptor 
3 5 1 bestehen und mit diesem einstiickig verbunden- sein oder aus 
einem anderen Material geformt sein und mit dem Suszeptor 1 
f ormschlussig verbunden sein. 
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Auf einer Oberseite weist der . Suszeptor 1 erf indungsgemaS 
eine Vertiefung fiir einen Einsatz 2 auf, Diese Vertiefung 
dient zur Aufnahme einer oder mehrerer Kacheln oder Einsatze 
2, auf denen jeweils ein Wafer oder ein Substrat 3 aus einem 
Halbleitermaterial liegt. Insbesondere , aber nicht aus- 
schlieSlich ist, wie oben bereits erlautert, die erfindungs- 
gemaSe Vorrichtung zur Halterung eines Substrats fur Halb- 
leitermaterialien geeignet, die bei sehr hohen Temperaturen 
bearbeitet werden miissen, wie SiC etc.. Die Verarbeitung des 
Substrats aus SiC kann z.B. das epitaxiale Aufwachsen von SiC 
auf dem Substrat beinhalten. 

Der erf indungsgemaSe Einsatz 2 in dem Suszeptor 1 muS einer- 
seits einer sehr hohen Temperaturbelastung standhalten und 
darf andererseits nicht durch die H-Atmosphare in seinen 
Eigenschaf ten beeintrachtigt werden. Erf indungsgemaS besteht 
der Einsatz 2 daher aus einem temperaturstabilen Carbid, das 
gegenuber Wasserstoff inert ist und sich mit SiC im chemi- 
schen Gleichgewicht befindet. 

Damit durch das Kation im Carbid keine Verunreinigung in das 
Siliciumcarbid eingebracht wird, scheiden einige Metalle als 
Carbid-Kationen aus, insbesondere Al und B, die sonst in das 
Sic diffundieren oder in die Epitaxieschicht eingebaut werden 
und als Akzeptoren wirken konnten. Vorzugsweise werden daher 
als Kationen des Carbids Tantal, Molybdan, Niob, Wolfram und 
weitere Nebengruppenelemente wie Cr, Hf, V etc, eingesetzt. 

Bei einer bevorzugten Aus fuhrungs form der Erf indung wird der 
Einsatz 2 durch Sintern oder Tempern eines Gemisches aus 
Metallpulver und Kohlenstoff hergestellt . Unter Druck und 
bei hoher Temperatur kommt es in dem Pulvergemisch zu einer 
Carburierung. Ein Querschnitt durch den so gewonnenen Ver- 
bundwerkstof f ist als Teil des Einsatzes 2 in Figur 2 ge- 
zeigt. Die Oberflache 5 des Einsatzes 2 wird im wesentlichen 
durch Carbid 6 gebildet, wahrend tiefer in dem Einsatz 2 das 
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Metall in Form metallischer Gefugekorner 7 vorliegt. Die 
metallischen Korner 7 weisen jeweils eine Korngrenze 8 auf, 
an der das Metall ebenfalls wenigstens teilweise carbidi- 
siert ist.' 

Bei einer anderen bevorzugten (nicht dargestellten) Aus- 
fiihrungsform der Erfindung wird eine „ Sandwich" -Struktur als 
Einsatz verwendet , . bei der die Oberflache eine Schicht aus 
Metallcarbid ist, die mit einer anderen Technik als der in 
dem obigen Absatz beschriebenen aufgebracht wird (z.B. Ab- 
scheidung aus der Gasphase etc.), und bei der der Kern des 
Einsatzes 2 ein Graphit-Korper oder ein Metallkorper ist. 
Diese Ausf tihrungsf orm hat den Vorteil, daS die Formgebung de 
Einsatzes 2 einfacher ist als bei der obigen Herstellung 
mittels Sintern oder Tempern des gesamten Einsatzes. 

Insbesondere kann bei der letztgenannten Struktur die Dicke 
der Schicht aus Metallcarbid besonders einfach eingestellt 
werden, so daS vor allem die Teile in unmittelbarer Nahe des 
Wafers versiegelt sind. Als Kern des Einsatzes 2 kommen 
wiederum verschiedene Materialien in Frage, wie z.B. Graphit 
Metalle wie Mo, W, Hf usw. und weitere Verbundmaterialien, 
die den Anf orderungen an Temperatur und chemischer Belastung 
standhalten. 

Das erf indungsgemafie Verfahren zum Herstellen eines Sus- 
zeptors mit einer Oberf lachenschicht aus Metallcarbid beruht 
auf dem Tempern bzw. Sintern einer in SiC-Pulver eingebette- 
ten Vorform, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 
IBOO^C und 2000°C, und der anschliefienden Hartbearbeitung 
zur endgultigen Formgebung. Mit diesem ProzeS wird ein 
Verbundwerkstof f erzeugt, der aus einer je nach Temper- 
bedingungen mehr oder weniger dicken Carbid-Oberf lachen- 
schicht und noch nicht carbidisiertem Metall im Inneren 
besteht. 
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Figur 3 zeigt eine Ausf lihrungsf orm eines erf indungsgemaSen 
Einsatzes in seiner GesamtgroSe . Im AuSenbereich ist der 
Suszeptor 1 dargestellt. Der Einsatz 2 setzt sich aus 
mehreren Kacheln 9 zusammen, die alle im wesentlichen eine 
5 solche Form haben, dafi ein (nicht dargestellter ) Wafer 3 auf 
ihnen Platz findet. In der dargestellten Ausf lihrungsf orm des 
Einsatzes 2 ist dieser fur 6 Wafer ausgelegt. Der Suszeptor 
1 wird urn eine Achse, die durch die Mitte des Suszeptors 1 
in Figur 3 senkrecht zur Zeichenebene verlauft, gedreht . Die 

10 Rotation kann je nach Bearbeitungsschritt der Wafer 3 mit 
hoherer Geschwindigkeit erfolgen, u. a. urn einen stabilen 
t;^^> Gasstrom in der (nicht dargestellten) Kammer oder dem Ofen 

^ bei der Bearbeitung zu gewahrleisten . Damit die Wafer 3 bei 
der Drehung einen def inierten Abstand zueinander einhalten 

15- und nicht verrutschen, ist in jeder Kachel 9 eine Vertiefung 
10 vorgesehen, deren Durchmesser dem Durchmesser eines 
Wafers entspricht. Damit ist der in Figur 3 dargestellte 
Einsatz 2 fur Multiwaf er-Epitaxieanlage besonders geeignet . 

2 0 Ein weiterer Vorteil der Ausf uhrungs form nach Figur 3 liegt 

darin, daS definierte Umgebungsbedingungen fiir die Wafer 
geschaffen werden konnen. Eine Kombination der Carbide mit 
Graphit oder auch Metal len wie Ta, Mo, W beim Gesamtaufbau 
ist namlich insbesondere in der heiSen Zone eines Epireak- 
^5 tors wunschenswert und im chemischen Gleichgewicht moglich. 
Da fiir den Verunreinigungseintrag insbesondere die direkte 
Umgebung des Wafers kritisch ist, werden vorzugsweise dort 
die Carbide eingesetzt. Durch die Vertiefung 10 in den 
Kacheln 9 kann so verhindert werden, dafi der Wafer 3 ver- 

3 0 rutscht und an einen Ort gelangt, bei dem weniger Carbide 

vorliegen, so daS es zu einer Kontamination des Wafers 
kommen kann. 
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Patent anspriiche 

1. Vorrichtung zum Haltern eines Substrats, die einen Sus-. 
zeptor (1) als Unterlage fur das zu beschichtende Substrat 
5 (2) umfaSt, dadurch gekennzeichnet, 
dafi der Suszeptor (1) einen Einsatz (3) umfaSt, dessen Ober- 
flache (5) wenigstens teilweise mit einer Metallcarbid- 
Schicht (6) vorgegebener Dicke bedeckt ist. 

10 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS der Einsatz (3) mehrere 
Kacheln (9) fiir jeweils ein Substrat (3) umfaSt. 



3 . Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge- 
15 kennzeichnet, daS jede Kachel (9) eine Ver- 

tiefung (10) fur ein Substrat (3) aufweist. 

4. Vorrichtung nach einem der Ansprviche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daS der Einsatz 
(3) einen Graphit-Kern umfafit, der mit der Metallcarbid- 
Schicht (6) bedeckt ist. 



20 



9. 



5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daS der Einsatz 
(3) einen Metall-Kern (7) umfaSt, der mit der Metallcarbid- 
Schicht (6) bedeckt ist. 



6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daS die Dicke 

3 0 der Metallcarbid-Schicht (6) mit dem Abstand vom Wafer (3) 
sinkt . 

7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daS die Metall- 

35 carbid-Schicht (6) fur den Einsatz (3 ) * Tantalcarbid umfaSt. 
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8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, d a - 
durch gekennzeichnet, daS die Metall- 
carbid-Schicht (6) fur den Einsatz (3) Niobcarbid umf aSt . 

5 9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, d a - 
durch gekennzeichnet, daS die Metall- 
carbid-Schicht (6) fur den Einsatz (3) Wolf ramcarbid umfaSt. 

10 . Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, d a - 
10 durch gekennzeichnet, daS die Metall- 
carbid-Schicht (6) fiir den Einsatz (3) Molybdaencarbid 



11. Verfahren zum Herstellen eines Suszeptors (1) mit einer 
15 Oberf lachenschicht (6) aus Metallcarbid, gekenn- 
zeichnet durch die Schritte : 
Erzeugen einer metallischen Vorform, 

Einbetten der metallischen Vorform in ein kohlenstoff- 
haltiges Pulver, 
20 Aufheizen der metallischen Vorform und des kohlenstoff- 
haltigen Pulvers auf eine erhohte Temperatur, 
Hartbearbeiten der getemperten Vorform, 

Anordnen der hartbearbeiteten Vorform an dem Suszeptor (1) 
als Einsatz (2) . 



12. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS das Aufheizen unter erhohtem 
Druck erf olgt . 

3 0 13. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch 

gekennzeichnet, daS die erhohte Temperatur 
zwischen 1500*^0 und 2000**C liegt. 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 11, d a - 
35 durch gekennzeichnet, daJS das kohlen- 
stoffhaltige Pulver Siliciumcarbid-Pulver umf aSt . 



umf aSt . 
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Zusammenf assung 

Substrathalterung fiir SiC-Epitaxie 

5 Es wird eirle Substrathalterung, die eine Kontaminierung des 
Substrats bei der Bearbeitung, z. B. bei einer Erzeugung 
einer Epitaxieschicht auf dem Wafer, ausschliefit , sowie ein 
Herstellungsverf ahren dafvir angegeben. 



10 Gemafi der vorliegenden Erfindung ist eine solche Vorrichtung 
zum Haltern eines Substrats, die einen Suszeptor (1) als 
^ Unterlage fiir das zu beschichtende Substrat (2) umfaSt, 

dadurch gekennzeichnet , daS der Suszeptor (1) einen Einsatz 
(3) umfaSt, dessen Oberflache (5) wenigstens teilweise mit 

15 einer Metallcarbid-Schicht (6) vorgegebener Dicke" bedeckt 
ist . 



Zum Herstellen eines Suszeptors (1) mit einer Oberflachen- 
schicht (6) aus Metallcarbid, werden die Schritte Erzeugen 
20 einer metallischen Vorform, Einbetten der metallischen 

Vorform in ein kohlenstof f haltiges Pulver, Aufheizen der 
metallischen Vorform und des kohlenstof f haltiges Pulvers auf 
eine erhohte Temperatur, Hartbearbeiten der getemperten Vor- 
form, Anordnen der hartbearbeiteten Vorform an dem Suszeptor 
'{^^5 (1) als Einsatz (2) durchgef lihrt . 



FIG 2 
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